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DISPOSITIF DE DEPHASAGE VARIABLE, A COMMANDE ELECTRONIQUE,
COMPORTANT UN TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP A GRILLE LONGUE
ET CIRCUIT D'UTILISATION D'UN TEL DISPOSITIF

L'invention concerne un dispositif de déphasage variable d'un signal de
faible amplitude en trés haute fréquence, comportant un transistor a effet
de champ & grille longue, utilisable notamment pour une commande d'anten-
ne a balayage du type électronique.

On connait des déphaseurs de signaux utilisant des transistors & effet
de champ a double grille.

L'invention permet par Il'utilisation d'un transistor 2 simple grille,
d'obtenir un résultat analogue de fagon simple et efficace.

Le dispositif selon l'iﬁvention est du type comportant un transistor a
effet de champ constitué par une couche active d'épaisseur prédéterminée
déposée sur un substrat semiconducteur de forte résistivité, sur laquelle sont
formés des contacts de source, de grille et de drain. Il est caractérisé en ce
que, la longueur de la grille étant déterminée en fonction de I'épaisseur de la
couche active, de telle sorte qu'a la fréquence d'utilisation, dans des
conditions de polarisation données, on observe un déphasage donné entre un
signal de haute fréquence appliqué entre source et grille et le signal de
sortie recueilli entre drain et grille, le dispositif comporte en outre des
moyens de faire varier au moins la différence de potentiel continu entre
source et drain en vue de faire varier le déphasage entre signal d'entrée et
de sortie.

L'invention sera mieux comprise, et d'autres caractéristiques, apparai-
tront, au moyen de la description qui suit, et des dessins qui I'accompagnent,
parmi lesquels :

- les figures 1 et 2 représentent schématiquement des exemples de

25 réalisation du dispositif selon I'invention ;

- les figures 3 a 7 sont des courbes explicatives ;
- les figures 8 et 9 représentent schématiquement un circuit de

commande d'antenne utilisant le dispositif selon I'invention.
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L'invention est basée sur les remarques suivantes découlant a la fois de
la théorie et de I'expérience. Soit un transistor a effet de champ monté en
grille commune et dont la longueur de grille (mesurée parallélement au
trajet des porteurs de charge) est de I'ordre de plusieurs fois I'épaisseur de la

5 couche active dans laquelle s'inscrit le canal de conduction. Le matériau
semiconducteur peut &tre soit le silicium, soit l'arséniure de gallium.

On a représenté & la figure 1, un tel transistor de substrat 1, en
arséniure de gallium monocristallin de forte résistivité, supportant une
couche épitaxiale dopée N. Son épaisseur a est par exemple de I'ordre du

10 micron. La couche 2 comporte deux contacts ohmiques S et D, destinés a
constituer les électrodes de source et de drain. En outre une électrode de
grille G est constituée par un contact Schottky dont la longueur mesurée sur
Ie trajet SD est de l'ordre de plusieurs microns.

Dans le dispositif selon l'invention, la grille est par exemple reliée a la

15 masse. La source est reliée a travers une inductance 3 au pdle positif d'une
source de polarisation 4 dont le pdle négatif est a la masse. Le drain est
relié a travers une inductance 5 au pdle positif d'une source de polarisation 6
de tension variable dont le pdle négatif est a la masse. A titre d'exemple le
dispositif comprend :

20 - une entrée, prise entre la masse et une borne 7 reliée a la source a
travers une capacité 9;

- une sortie, prise entre la masse et une borne 8 reliée au drain a
travers une capacité 10.

Dans un tel dispositif on observe un déphasage entre un signal d'entrée,

25 d'amplitude faible par rapport 3 la valeur absolue de la différence de
potentiel continue entre grille et source, d'une part, et, d'autre part, le
signal de sortie amplifié. Le signal d'entrée est appliqué par exemple a l'aide
d'un générateur 11 branché entre masse et borne 7, le signal de sortie étant
recueilli sur une charge 12 connectée entre masse et borne 8.

30 Dans un transistor a effet de champ a canal n, ce qui est le cas, ol la

différence de potentiel grille-source VGS est négative, soit :

Vas=- Yo
on sait qu'il se forme sous la grille une zone déserte 100 dont la ligne de
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démarcation 11 déborde I'électrode G de part et dautre. En outre cette

ligne 11 est dissymétrique dés lors qu'il existe entre drain et source une
différence de potentiel Vps '

A la figure 2 on a représenté la courbe donnant la variation du courant
drain-source Ing en fonction de la différence de potentiel Vpss pour une
tension Vg égale a - Vo

Lorsque le point de fonctionnement du transistor est en A, c'est 3 dire
nettement localisé au deld du point A' (coude de la caractéristique) la
théorie propose, et Texpérience confirme, l'existence de deux régions R et
R divisant la partie du canal de conduction située sous la grille G. Elles
sont séparées par une frontiére F, correspondant & un point de changement
de régime pour les porteurs de charge, ici les électrons. En effet, dans la
région R p» la vitesse des €lectrons s'accrofit quand I'électron se rapproche du
drain. Dans la région R,, la vitesse cesse de croftre ou croft trés peu. On se
reportera a ce sujet a la figure 3 ol l'on a représenté la vitesse v des
électrons par rapport a la valeur absolue E du champ électrique dans le cas
du silicium (courbe 31) et de l'arséniure de gallium (courbe 32). Les calculs
qui sont évoqués ci-aprés utilisent une approximation dite "par morceaux"
correspondant au cas idéal de la courbe 33 ol I'on aurait une partie
rectiligne OF dans laquelle les électrons se comporteht de maniére "ohmi-
que", et une partie FG ou la vitesse est parfaitement saturée, soit :

vV=ve.

Le point fondamental, en ce qui concerne l'invention, réside dans le
fait que lorsqu'on fait varier Vg dans certaines limites, la frontiére F se
déplace dans un sens ou dans l'autre selon le sens méme de cette variation.
En fait, pour un transistor a canal n, la frontiére F se déplace vers la source
lorsque V¢ augmente, le point représentatif de la figure 2 étant a droite du
point A', c'est a dire la tension V[ g étant supérieure 3 la tension de coude
Ve

Or dans la région R, le régime de fonctionnement en trés haute
fréquence conduit & une forte dissipation d'énergie et par contre le
déphasage des signaux varie peu en fonction de I'extension de cette région.

Au contraire, dans la région R,, la dissipation d'énergie est faible et le

déphasage sensiblement proportionnel a la longueur de la région RZ’ soit Lz,
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mesurée parallélement au trajet des électrons sous la grille.

Il résulte de ce qui précéde qu'il est possible de faire varier le
déphasage entre petits signaux d'entrée et de sortie en faisant varier la
tension entre drain et source Vg

5 A cet effet on utilisera par exemple un systéme de commande
électronique délivrant sur la borne 8 du dispositif de la figure ! une tension
continue variable en fonction d'un programme préétabli.

On peut prédire l'ordre de grandeur du résultat obtenu en fonction de
la tension Vg en se reportant par exemple 3 une publication de R.A

10 PUCEL, H.A. HANS et H.S STATZ dans "Advances in Electronic Physics,
Année 1975, N°8, pages 195-265, Academic Press, New-York" ou I'on définit

une tension de drain-source normalisée :

v Vbs
N~ V5
15 P

avec V ____E__E_Neaz
P~ 2 or

dans laquelle :
N = nombre d'électrons libres par unité de volume ;
20 e = charge de I'électron ;
a = épaisseur de la couche active ;
€ =06 107"
€,.=12,5 (constante diélectrique relative de Ga As).
On a représenté 2 la figure & I'un des résultats de I'étude de PUCEL et

25 al. La fonction :

L
L1+L2

30 est portée en fonction de la tension normalisée Vy dans trois hypothéses :
Ly/a=3 (courbe 41)
L,/a =5 (courbe 42)
L,/a=10 (courbe 43).
On observe, sur ces courbes, que l.2 est d'autant plus grand par rapport
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a la longueur de la grille que Vy est plus grand et que le rapport LZ/a est
plus petit.
Quant au déphasage, il est proportionnel i la variation de L2 obtenue

pour une variation donnée de VDS’ en utilisant la formule suivante tenant
5 compte de la fréquence F du signal 3 déphaser et de la vitesse de saturation

Vg soit :

AO = Lz_Zle__
S

ce qui donne pour F = 10 GHz et vg = 1,8 10° m/s
10 40 =0,35AL, (radians)
ou 20 AL, (degrés sexagésimaux).

Application numérique :

A titre d'application numérique on utilise le mode de calcul précité
dans le cas d'un transistor a I'arséniure de gallium comportant un canal dopé

olé

nal cm™ , de champ critique 3 000 V/cm et de vitesse maximale

L (assimilée ici a la vitesse de saturation) :
vg = 1,8 10° m/s.
L'épaisseur de la couche active est de deux microns.
La longueur de grille est de 10 microns, la largeur Z étant de 50
20 microns..
Le potentiel de barriére Schottky est de 0,8 volt.
La tension de pincement Vp, est de 23 volts.
- Le courant de saturation est donné par la formule :
(IDS)S =NeZa vg
25 avec les mémes conventions que ci-dessus.
On trouve un courant de saturation de 288 mA. -
On a supposé que les résistances ohmiques de source et de drain sont
égales a deux ohms.
Les résultats, en bonne concordance avec les courbes générales de la
30 figure &4, sont les suivants :
1°/ La variation de LZ’ en valeur relative, est donnée en fonction de la
tension drain-source VDS par la figure 5, dans les deux cas suivants :
V, = 0 (courbe 51)

'vo = - 2 V (courbe 52).
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2°/ Le déphasage (en degrés centigrades), et l'affaiblissement de
transmission (en décibels) entre signal de sortie et signal d'entrée sont
donnés respectivement aux figures 6 et 7 dans les deux cas déja mentionnés :

Vo = 0 (courbes 61 et 71) 3 Vo = -2 V (courbes 62 et 72).

Le dispositif selon l'invention est utilisable dans un systéme d'émission
et de réception d'ondes hertziennes comportant une antenne a balayage
électronique. Un tel systéme est représenté schématiquement aux figures 8
et 9.

"Un équipement d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques
(ER, figure 8) par exemple de signaux radar, émet et regoit dans I'espace par
des éléments d'antenne Al, A2, etc.. reliés a un répartiteur de signaux

d'antenne RA, et cela par l'entremise de modules de déphasage MDI, MD2...

-MDn.

Les modules de déphasage sont constitués par des dispositifs sembla-
bles & celui de la figure 9. Ils sont reliés au répartiteur RA par des
connexions 81, 82, etc... transmettant les signaux d'émission ou de récep-
tion. En outre le répartiteur RA comporte des équipements (non représentés)
de commande électronique transmettant 3 des instants prédéterminés des
tensions continues de commande aux modules MDl, MD2, etc... par des
lignes de commande automatique 801, 802,etc...

On a représenté schématiquement, a la figure 9, un module de
déphasage MDI1. Il comporte deux dispositifs classiques d'aiguillage (dits
commutateurs "TR" en technique radar) TR1 et TR2. Dans le schéma de la
figure 9, les liaisons bifilaires sont représentées par un simple trait. Entre
les dispositifs TR1 et TR2 existent une voie d'émission (entre les bornes 91
et 93 de ces dispositifs) et une voie de réception (entre les bornes 92 et 94
des mémes dispositifs). Sur la voie d'émission on trouve un dispositif selon
I'invention 90, semblable a celui de la figure 1, intercalé par ses bornes 7 et
8 dans la voie d'émission (la masse n'étant pas visible en raison du mode de
représentation adopté). De méme, sur la voie réception on trouve un
dispositif analogue 90' intercalé par ses bornes 7' et 8. Chaque voie
comporte en outre un amplificateur 95 ou 96.

En outre, les drains des transistors (non représentés) des dispositifs 90

" et 90' sont connectés aux lignes 801 et 802 de commande automatique.
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Le fonctionnement du systéme est le suivant :

A I'émission, les signaux empruntant la voie 91-93, grice aux commu-
tateurs TR1 et TR2, subissent en traversant le transistor du dispositif 90 un
déphasage dont la valeur est imposée par la tension de commande recue par
la ligne 801. Les signaux sont ensuite amplifiés par un amplificateur 95
intercalé sur la voie émission, enfin rayonnés dans I'espace par I'élément
d'antenne Al.

A la réception, les signaux empruntant la voie 94-92, grice aux
commutateurs TRI et TR2, subissent en traversant le transistor du dispositif
90' un déphasage dont la valeur est imposée par la tension de commande
recue par la ligne 802. Les signaux sont ensuite amplifi€s par un ampli-
ficateur 96 intercalé sur la voie de réception et enfin regus dans les
équipements de réception par I'intermédiaire du répartiteur RA.

Dans une variante non représentée, on intercale deux ou plusieurs
dispositifs en série (90, 90" selon l'invention dans chacune des voies
d'émission et réception du module de déphasage, de telle sorte que le
déphasage  total soit la somme des déphasages apportés par les différents
transistors des dispositifs 90 et 90",
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de déphasage variable & commande électronique du type
comportant un transistor a effet de champ constitué par une couche active
d'épaisseur prédéterminée déposée sur un substrat semiconducteur de forte
résistivité, sur laquele sont formés des contacts de source, de grille et de
drain, caractérisé en ce que la longueur de la grille est déterminée en
fonction de I'épaisseur de la couche active, de telle sorte qu'a la fréquence
d'utilisation, dans des conditions de polarisation données, on observe un
déphasage donné entre un signal de haute fréquence appliqué entre source et
grille et le signal de sortie recueilli entre drain et grille, le dispositif
comportant en outre des moyens de faire varier au moins la différence de
potentiel continue entre source et drain en vue de faire varier le déphasage
entre le signal d'entrée et le signal de sortie.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le rapport
entre la longueur de grille du transistor a effet de champ et I'épaisseur de la
couche active est au moins égale a deux.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits
moyens sont constitués par une source variable de polarisation continue
appliquée entre drain et grille, la polarisation de la grille par rapport ala
source €tant fixe.

4, Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte
un transistor a I'arséniure de gallium.

5. Circuit d'utilisation d'un dispositif selon Il'une quelconque des
revendications 1 a 4, caractérisé en ce qu'il comporte des modules de
déphasage constitués par deux commutateurs d'émission et de réception
reliés par une voie d'émission et une voie de réception, chacune de ces voies
comprenant en série un amplificateur et un dispositif de déphasage a

commande électronique.
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